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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にレジスト膜が形成された前記基板を露光した後、現像処理することによって前
記基板上にレジストパターンを形成するために、露光された前記基板を、現像処理する前
に熱処理する熱処理装置において、
　二次元的に配列されている複数の加熱素子を備え、露光された前記基板を熱処理する加
熱部と、
　前記加熱部の上方に設けられた、前記基板が載置される載置部と、
　前記加熱部により一の基板を熱処理する際に、予め前記加熱部により熱処理した後、現
像処理することによって前記レジストパターンが形成された他の基板における前記レジス
トパターンの線幅の測定値から求められた温度補正値に基づいて、前記加熱部の設定温度
を補正し、補正された前記設定温度に基づいて、前記加熱部を制御する制御部と
を有し、
　前記載置部は、前記加熱部から上方に突出して設けられた、載置される前記基板を前記
加熱部の上端から所定の距離だけ上方に離隔して保持する複数の突起を備え、
　前記基板は、前記基板上に複数のチップが配列するように形成されるものであり、
　前記複数の加熱素子の配列間隔は、前記複数のチップの配列間隔よりも小さい、熱処理
装置。
【請求項２】
　前記加熱素子は、赤外線を発光する発光素子であり、
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　前記制御部は、前記一の基板を熱処理する際に、それぞれの前記発光素子から前記基板
に到達する光量を制御する、請求項１に記載の熱処理装置。
【請求項３】
　前記発光素子は、発光ダイオードである、請求項２に記載の熱処理装置。
【請求項４】
　前記加熱部は、前記複数の発光素子と前記基板との間で二次元的に配列された、前記発
光素子が発光する赤外線を透過又は遮断する複数の液晶素子を備え、
　前記制御部は、前記一の基板を熱処理する際に、それぞれの前記液晶素子を前記赤外線
が透過する透過率を制御する、請求項２又は請求項３に記載の熱処理装置。
【請求項５】
　前記複数の突起に設けられた、載置されている前記基板の温度を測定する温度センサを
有する、請求項１から請求項４のいずれかに記載の熱処理装置。
【請求項６】
　前記加熱部の下方に設けられた、前記基板又は前記加熱部を冷却する冷却部を有する、
請求項１から請求項５のいずれかに記載の熱処理装置。
【請求項７】
　基板上にレジストを塗布処理し、前記基板上に前記レジストが塗布処理された前記基板
を熱処理することによって前記基板上にレジスト膜を形成し、前記レジスト膜が形成され
た前記基板を露光した後、現像処理することによって、前記基板上にレジストパターンを
形成する塗布現像処理システムにおいて、
　露光された前記基板を、現像処理する前に熱処理する、請求項１から請求項６のいずれ
かに記載の熱処理装置と、
　前記レジストパターンの線幅を測定する線幅測定装置と
を有し、
　前記制御部は、前記加熱部により前記一の基板を熱処理する際に、予め前記線幅測定装
置が測定した、前記他の基板における前記線幅の測定値から求められた、前記温度補正値
に基づいて、前記設定温度を補正する、塗布現像処理システム。
【請求項８】
　前記基板は、前記基板上に複数のチップが配列するように形成されるものであり、
　露光された前記基板が前記載置部に載置される際に、前記複数のチップが配列する方向
と、前記複数の加熱素子が配列されている方向とが略平行になるように、位置合わせを行
うアライメント装置を有する、請求項７に記載の塗布現像処理システム。
【請求項９】
　二次元的に配列されている複数の加熱素子を備え、基板を熱処理する加熱部と、前記加
熱部の上方に設けられた、前記基板が載置される載置部とを有する熱処理装置により、基
板上にレジスト膜が形成された前記基板を露光した後、現像処理することによって前記基
板上にレジストパターンを形成するために、露光された前記基板を、現像処理する前に熱
処理する熱処理方法であって、
　前記加熱部により一の基板を熱処理する際に、予め前記加熱部により熱処理した後、現
像処理することによって前記レジストパターンが形成された他の基板における前記レジス
トパターンの線幅の測定値から求められた温度補正値に基づいて、前記加熱部の設定温度
を補正し、補正された前記設定温度に基づいて、前記加熱部を制御する制御工程を有し、
　前記載置部は、前記加熱部から上方に突出して設けられた、載置される前記基板を前記
加熱部の上端から所定の距離だけ上方に離隔して保持する複数の突起を備え、
　前記基板は、前記基板上に複数のチップが配列するように形成されるものであり、
　前記複数の加熱素子の配列間隔は、前記複数のチップの配列間隔よりも小さい、熱処理
方法。
【請求項１０】
　前記加熱素子は、赤外線を発光する発光素子であり、
　前記制御工程において、前記一の基板を熱処理する際に、それぞれの前記発光素子から
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前記基板に到達する光量を制御する、請求項９に記載の熱処理方法。
【請求項１１】
　前記発光素子は、発光ダイオードである、請求項１０に記載の熱処理方法。
【請求項１２】
　前記加熱部は、前記複数の発光素子と前記基板との間で二次元的に配列された、前記発
光素子が発光する赤外線を透過又は遮断する複数の液晶素子を備え、
　前記制御工程において、前記一の基板を熱処理する際に、それぞれの前記液晶素子を前
記赤外線が透過する透過率を制御する、請求項１０又は請求項１１に記載の熱処理方法。
【請求項１３】
　前記熱処理装置は、前記複数の突起に設けられた、載置されている前記基板の温度を測
定する温度センサを有する、請求項９から請求項１２のいずれかに記載の熱処理方法。
【請求項１４】
　前記熱処理装置は、前記加熱部の下方に設けられた、前記基板又は前記加熱部を冷却す
る冷却部を有する、請求項９から請求項１３のいずれかに記載の熱処理方法。
【請求項１５】
　基板上にレジストを塗布処理し、前記基板上に前記レジストが塗布処理された前記基板
を熱処理することによって前記基板上にレジスト膜を形成し、前記レジスト膜が形成され
た前記基板を露光した後、現像処理することによって、前記基板上にレジストパターンを
形成する塗布現像処理方法において、
　請求項９から請求項１４のいずれかに記載の熱処理方法により、露光された前記基板を
、現像処理する前に熱処理する熱処理工程と、
　前記レジストパターンの線幅を測定する線幅測定工程と
を有し、
　前記制御工程において、前記加熱部により前記一の基板を熱処理する際に、予め前記線
幅測定工程により測定した、前記他の基板における前記線幅の測定値から求められた、前
記温度補正値に基づいて、前記設定温度を補正する、塗布現像処理方法。
【請求項１６】
　前記基板は、前記基板上に複数のチップが配列するように形成されるものであり、
　露光された前記基板が前記載置部に載置される際に、前記複数のチップが配列する方向
と、前記複数の加熱素子が配列されている方向とが略平行になるように、位置合わせを行
うアライメント工程を有する、請求項１５に記載の塗布現像処理方法。
【請求項１７】
　コンピュータに請求項９から請求項１４のいずれかに記載の熱処理方法又は請求項１５
若しくは請求項１６に記載の塗布現像処理方法を実行させるためのプログラムを記録した
コンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板を熱処理する熱処理装置及びその熱処理装置を有する塗布現像処理シス
テムに関する。また、本発明は、その熱処理装置における熱処理方法及びその熱処理方法
により基板を塗布現像処理する塗布現像処理方法並びにその熱処理方法又は塗布現像処理
方法を実行させるためのプログラムを記録した記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスの製造におけるフォトリソグラフィー工程では、半導体ウェハ等の基板
（以下「ウェハ」という。）に対し、例えば塗布処理工程、露光工程、熱処理工程、現像
処理工程などの複数の工程が順次行われ、ウェハ上に所定のレジストパターンが形成され
る。塗布処理工程では、ウェハ上にレジスト液を塗布しレジスト膜を形成する。露光工程
では、レジスト膜を所定のパターンに露光する。熱処理工程（ポストエクスポージャーベ
ーキング）では、露光後にレジスト膜内の化学反応を促進させる。現像処理工程では、露
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光されたレジスト膜を現像する。これらの一連の処理は、塗布処理装置、熱処理装置及び
現像処理装置等の各種処理装置やウェハの搬送装置などを搭載した塗布現像処理システム
で行われる。また、このような塗布現像処理システムでは、例えば同じレシピの複数枚の
ウェハが連続的に搬送されて処理されている。
【０００３】
　このような塗布現像処理システムでは、上記した一連の処理が一定の水準を維持して行
われる必要がある。そのため、上記した一連の処理を行った後、レジストパターンの線幅
（Critical Dimension；ＣＤ）等の評価パラメータのウェハの面内における分布を求める
必要がある。この分布は、例えば塗布現像処理システムにおいて、製品ウェハの処理前に
テストウェハの処理を行い、そのシステムに搭載された測定装置により、そのテストウェ
ハの面内の複数の測定点において評価パラメータを測定することによって、求められる（
特許文献１参照）。
【０００４】
　例えば、塗布現像処理システムに含まれる熱処理装置では、ウェハの面内における温度
のばらつきを低減させるため、熱板が複数の領域に区画されている。そして、その複数の
領域ごとに設定温度を変えることにより、露光後にレジスト膜内の化学反応を促進させる
熱処理工程が、ウェハの面内で均一に行われるように制御されている。特許文献１に示す
例では、ウェハの面内の複数の測定点においてレジストパターンの線幅（ＣＤ）を測定し
て、ウェハの面内における線幅（ＣＤ）の分布を求め、熱板の設定温度を補正して制御す
ることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－８４８８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、上記したような塗布現像処理システムにおける熱処理装置において、熱板の
設定温度を補正して制御する場合、次のような問題がある。
【０００７】
　熱処理装置においては、熱板が複数の領域に区画され、その領域ごとに設けられている
ヒータを加熱制御する際に、設定温度を補正して制御している。例えば、熱板に抵抗等の
発熱体よりなるヒータを設ける場合、ヒータが熱伝導により熱板を加熱し、加熱された熱
板が載置されたウェハを熱伝導により加熱する。従って、同一の領域内においても、ヒー
タとの距離の差異によって、ウェハの温度が異なるため、上記のような線幅（ＣＤ）の分
布に基づいて、温度分布を補正したとしても、線幅（ＣＤ）のばらつきを低減することが
できない。
【０００８】
　また、熱板にヒータを設ける場合、熱板の温度を安定化させるため、熱板を常にヒータ
により加熱しておく必要があり、熱処理装置が消費する消費電力を低減することができな
い。
【０００９】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、基板を熱処理する熱処理装置及びその
熱処理装置における熱処理方法において、ウェハの面内における線幅のばらつきを低減す
ることができ、消費電力を低減することができる熱処理装置及び熱処理方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するために本発明では、次に述べる各手段を講じたことを特徴とする
ものである。
【００１１】
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　本発明の一実施例によれば、
　基板上にレジスト膜が形成された前記基板を露光した後、現像処理することによって前
記基板上にレジストパターンを形成するために、露光された前記基板を、現像処理する前
に熱処理する熱処理装置において、
　二次元的に配列されている複数の加熱素子を備え、露光された前記基板を熱処理する加
熱部と、
　前記加熱部の上方に設けられた、前記基板が載置される載置部と、
　前記加熱部により一の基板を熱処理する際に、予め前記加熱部により熱処理した後、現
像処理することによって前記レジストパターンが形成された他の基板における前記レジス
トパターンの線幅の測定値から求められた温度補正値に基づいて、前記加熱部の設定温度
を補正し、補正された前記設定温度に基づいて、前記加熱部を制御する制御部と
を有し、
　前記載置部は、前記加熱部から上方に突出して設けられた、載置される前記基板を前記
加熱部の上端から所定の距離だけ上方に離隔して保持する複数の突起を備え、
　前記基板は、前記基板上に複数のチップが配列するように形成されるものであり、
　前記複数の加熱素子の配列間隔は、前記複数のチップの配列間隔よりも小さい、熱処理
装置が提供される。
【００１２】
　本発明の一実施例によれば、
　二次元的に配列されている複数の加熱素子を備え、基板を熱処理する加熱部と、前記加
熱部の上方に設けられた、前記基板が載置される載置部とを有する熱処理装置により、基
板上にレジスト膜が形成された前記基板を露光した後、現像処理することによって前記基
板上にレジストパターンを形成するために、露光された前記基板を、現像処理する前に熱
処理する熱処理方法であって、
　前記加熱部により一の基板を熱処理する際に、予め前記加熱部により熱処理した後、現
像処理することによって前記レジストパターンが形成された他の基板における前記レジス
トパターンの線幅の測定値から求められた温度補正値に基づいて、前記加熱部の設定温度
を補正し、補正された前記設定温度に基づいて、前記加熱部を制御する制御工程を有し、
　前記載置部は、前記加熱部から上方に突出して設けられた、載置される前記基板を前記
加熱部の上端から所定の距離だけ上方に離隔して保持する複数の突起を備え、
　前記基板は、前記基板上に複数のチップが配列するように形成されるものであり、
　前記複数の加熱素子の配列間隔は、前記複数のチップの配列間隔よりも小さい、熱処理
方法が提供される。
 
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、基板を熱処理する熱処理装置及びその熱処理装置における熱処理方法
において、ウェハの面内における線幅のばらつきを低減することができ、消費電力を低減
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１の実施の形態に係る塗布現像処理システムの構成の概略を示す平面図である
。
【図２】第１の実施の形態に係る塗布現像処理システムの構成の概略を示す正面図である
。
【図３】第１の実施の形態に係る塗布現像処理システムの構成の概略を示す背面図である
。
【図４】第１の実施の形態に係るポストエクスポージャーベーキング装置を示す概略正面
図である。
【図５】第１の実施の形態に係るポストエクスポージャーベーキング装置の蓋体を外した
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ときの概略平面図である。
【図６】線幅測定装置の構成の概略を示す縦断面図である。
【図７】ウェハ上に配列するように形成される複数のチップの配置と、ウェハ上に形成さ
れたレジストパターンの線幅（ＣＤ）を測定する測定点との関係を示す平面図である。
【図８】線幅測定値ＣＤと設定温度Ｔとの関係を示すグラフである。
【図９】比較例に係るポストエクスポージャーベーキング装置を示す概略正面図である。
【図１０】比較例に係るポストエクスポージャーベーキング装置を示す概略平面図である
。
【図１１】比較例に係るポストエクスポージャーベーキング装置の熱板の概略の構成を示
す平面図である。
【図１２】ウェハ上に配列するように形成される複数のチップの配置と、ウェハ上に形成
されたレジストパターンの線幅（ＣＤ）を測定する測定点との関係を示す平面図である。
【図１３】第１の実施の形態の第２の変形例に係るポストエクスポージャーベーキング装
置の蓋体を外したときの概略平面図である。
【図１４】第２の実施の形態に係るポストエクスポージャーベーキング装置を示す概略正
面図である。
【図１５】第２の実施の形態に係るポストエクスポージャーベーキング装置の蓋体を外し
たときの概略平面図である。
【図１６】第３の実施の形態に係る塗布現像処理システムの構成の概略を示す平面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本発明を実施するための形態について図面と共に説明する。
（第１の実施の形態）
　始めに、図１から図８を参照し、第１の実施の形態に係る熱処理装置、熱処理装置を含
む塗布現像処理システム、熱処理装置における熱処理方法及び塗布現像処理システムにお
ける塗布現像処理方法について説明する。
【００１６】
　最初に、本実施の形態に係るレジスト塗布現像処理システム及び塗布現像処理システム
における塗布現像処理方法について説明する。
【００１７】
　図１は、本実施の形態に係る塗布現像処理システムの構成の概略を示す平面図である。
図２は、塗布現像処理システムの正面図であり、図３は、塗布現像処理システムの背面図
である。
【００１８】
　図１に示すように、塗布現像処理システム１は、カセットステーション２、処理ステー
ション３、インターフェイスステーション４を一体に接続した構成を有している。塗布現
像処理システム１は、ウェハＷ上にレジストを塗布処理し、ウェハＷ上にレジストが塗布
処理されたウェハＷを熱処理することによってウェハＷ上にレジスト膜を形成するもので
ある。また、塗布現像処理システム１は、レジスト膜が形成されたウェハＷを露光した後
、現像処理することによって、ウェハＷ上にレジストパターンを形成するものである。
【００１９】
　カセットステーション２は、例えば２５枚のウェハＷをカセット単位で外部から塗布現
像処理システム１に対して搬入出したり、カセットＣに対してウェハＷを搬入出したりす
る。処理ステーション３は、カセットステーション２に隣接して設けられており、フォト
リソグラフィー工程の中で枚葉式に所定の処理を施す複数の各種処理装置が多段に配置さ
れている。インターフェイスステーション４は、処理ステーション３に隣接して設けられ
ており、図示しない露光装置との間でウェハＷの受け渡しをする。
【００２０】
　カセットステーション２には、カセット載置台５が設けられている。カセット載置台５
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は、複数のカセットＣをＸ方向（図１中の上下方向）に一列に載置自在になっている。カ
セットステーション２には、搬送路６上をＸ方向に向かって移動可能なウェハ搬送体７が
設けられている。ウェハ搬送体７は、カセットＣに収容されたウェハＷのウェハ配列方向
（Ｚ方向；鉛直方向）にも移動自在であり、Ｘ方向に配列された各カセットＣ内のウェハ
Ｗに対して選択的にアクセスできる。
【００２１】
　ウェハ搬送体７は、Ｚ軸周りのθ方向に回転可能であり、後述する線幅測定装置２０や
処理ステーション３側のトランジション装置ＴＲＳ、アドヒージョン装置ＡＤに対しても
アクセスできる。
【００２２】
　処理ステーション３は、複数の処理装置が多段に配置された、例えば７つの処理装置群
Ｇ１～Ｇ７を備えている。処理ステーション３のＸ方向負方向（図１中の下方向）側には
、カセットステーション２側から第１の処理装置群Ｇ１、第２の処理装置群Ｇ２及び第３
の処理装置群Ｇ３が順に配置されている。処理ステーション３のＸ方向正方向（図１中の
上方向）側には、カセットステーション２側から第４の処理装置群Ｇ４、第５の処理装置
群Ｇ５、第６の処理装置群Ｇ６及び第７の処理装置群Ｇ７が順に配置されている。
【００２３】
　第１の処理装置群Ｇ１から第３の処理装置群Ｇ３と、第４の処理装置群Ｇ４から第７の
処理装置群Ｇ７との間には、搬送路８上をＹ方向に向かって移動可能な第１の搬送装置９
が設けられている。第１の搬送装置９は、Ｚ軸周りのθ方向に回転可能であり、第１の処
理装置群Ｇ１から第７の処理装置群Ｇ７内の各処理装置に選択的にアクセスしてウェハＷ
を搬送できる。
【００２４】
　図２に示すように、第１の処理装置群Ｇ１及び第２の処理装置群Ｇ２には、ウェハＷに
所定の液体を供給して処理を行う液処理装置、例えばレジスト塗布装置ＣＯＴ及びボトム
コーティング装置ＢＡＲＣが下から順に５段に重ねられている。レジスト塗布装置ＣＯＴ
は、ウェハＷにレジスト液を塗布する。ボトムコーティング装置ＢＡＲＣは、露光処理時
の光の反射を防止する反射防止膜を形成する。第３の処理装置群Ｇ３には、液処理装置、
例えばウェハＷに現像液を供給して現像処理する現像処理装置ＤＥＶが下から順に５段に
重ねられている。また、第１の処理装置群Ｇ１から第３の処理装置群Ｇ３の最下段には、
各処理装置群Ｇ１、Ｇ２、Ｇ３内の液処理装置に各種処理液を供給するためのケミカル室
ＣＨＭがそれぞれ設けられている。
【００２５】
　図３に示すように、第４の処理装置群Ｇ４には、温調装置ＴＣＰ、トランジション装置
ＴＲＳ、高精度温調装置ＣＰＬ及び高温度熱処理装置ＢＡＫＥが下から順に９段に重ねら
れている。トランジション装置ＴＲＳは、ウェハＷの受け渡しを行う。高精度温調装置Ｃ
ＰＬは、精度の高い温度管理下でウェハＷを温度調節する。高温度熱処理装置ＢＡＫＥは
、ウェハＷを高温で加熱処理する。
【００２６】
　第５の処理装置群Ｇ５では、例えば高精度温調装置ＣＰＬ、プリベーキング装置ＰＡＢ
及びポストベーキング装置ＰＯＳＴが下から順に１０段に重ねられている。プリベーキン
グ装置ＰＡＢは、レジスト塗布処理後のウェハＷを加熱処理する。ポストベーキング装置
ＰＯＳＴは、現像処理後のウェハＷを加熱処理する。
【００２７】
　第６の処理装置群Ｇ６及び第７の処理装置群Ｇ７では、ウェハＷを熱処理する複数の熱
処理装置、例えば高精度温調装置ＣＰＬ及びポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥ
Ｂが下から順に８段に重ねられている。ポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢは
、露光後で現像前のウェハＷの加熱処理を行う。
【００２８】
　図１に示すように、処理ステーション３のカセットステーション２側には、ウェハ搬送
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体７と、第１の搬送装置９との間でウェハＷの受け渡しを行うためのトランジション装置
ＴＲＳが設けられている。そして、このトランジション装置ＴＲＳのＸ方向正方向側には
、複数の処理装置が配置されており、例えば図３に示すように、ウェハＷを疎水化処理す
るためのアドヒージョン装置ＡＤが下から順に２段に重ねられている。
【００２９】
　図１に示すように、処理ステーション３のインターフェイスステーション４側には、第
１の搬送装置９と、後述するウェハ搬送体１１と、の間でウェハＷの受け渡しを行うため
のトランジション装置ＴＲＳが設けられている。そして、このトランジション装置ＴＲＳ
のＸ方向正方向側には、例えば、ウェハＷのエッジ部のみを選択的に露光する、図示しな
い周辺露光装置ＷＥＥが配置されている。
【００３０】
　インターフェイスステーション４には、例えば図１に示すようにＸ方向に向けて延びる
搬送路１０上を移動するウェハ搬送体１１とバッファカセット１２が設けられている。ウ
ェハ搬送体１１は、上下移動可能でかつθ方向にも回転可能であり、インターフェイスス
テーション４に隣接した図示しない露光装置と、バッファカセット１２に対してアクセス
してウェハＷを搬送できる。
【００３１】
　また、図１に示すように、例えばカセットステーション２には、ウェハＷ上のレジスト
パターンの線幅を測定する線幅測定装置２０が設けられている。
【００３２】
　本体制御部３０は、塗布現像処理システム１により行われるウェハ処理を制御する。本
体制御部３０は、線幅測定装置２０により行われるウェハＷ上に形成されたレジストパタ
ーンの線幅測定も制御する。本体制御部３０は、例えばＣＰＵやメモリなどを備えた汎用
コンピュータにより構成されている。そして、本体制御部３０は、メモリに記憶されたプ
ログラムをＣＰＵにより実行することによって、ウェハ処理や線幅測定を制御できる。ま
た、本体制御部３０に記憶されたプログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に
より本体制御部３０にインストールされたものであってもよい。
【００３３】
　上記したウェハ処理及び線幅測定は、塗布現像処理システム１により行われる塗布現像
処理方法に含まれる。すなわち、塗布現像処理方法は、ウェハＷ上にレジストを塗布処理
し、ウェハＷ上にレジストが塗布処理されたウェハＷを熱処理することによってウェハＷ
上にレジスト膜を形成するものである。また、塗布現像処理方法は、レジスト膜が形成さ
れたウェハＷを露光した後、現像処理することによって、ウェハＷ上にレジストパターン
を形成するものである。また塗布現像処理方法は、ポストエクスポージャーベーキング装
置ＰＥＢによりウェハＷを熱処理する熱処理工程と、線幅測定装置２０によりウェハＷ上
に形成されたレジストパターンの線幅を測定する線幅測定工程とを有する。
【００３４】
　以上のように構成された塗布現像処理システム１におけるウェハＷの塗布現像処理プロ
セスは、次のように行われる。先ず、図１に示すウェハ搬送体７によって、カセット載置
台５上のカセットＣ内から同じレシピの複数枚の製品用のウェハＷｎ（ｎは、１以上の自
然数）が一枚ずつ取り出され、処理ステーション３の第４の処理装置群Ｇ４に属する温調
装置ＴＣＰに順次搬送される。温調装置ＴＣＰに搬送されたウェハＷｎは、所定温度に温
度調節され、第１の搬送装置９によって順次ボトムコーティング装置ＢＡＲＣに搬送され
、ウェハＷｎ上に反射防止膜用の塗布液が塗布処理される。反射防止膜用の塗布液が塗布
処理されたウェハＷｎは、第１の搬送装置９によって高温度熱処理装置ＢＡＫＥ、高精度
温調装置ＣＰＬに順次搬送され、各装置において所定の処理が施されることによって、反
射防止膜が形成される。反射防止膜が形成されたウェハＷｎは、レジスト塗布装置ＣＯＴ
に順次搬送され、ウェハＷｎ上にレジストが塗布処理される。レジストが塗布処理された
ウェハＷｎは、第１の搬送装置９によってプリベーキング装置ＰＡＢに順次搬送され、プ
リベーキングが施される。プリベーキングが施されたウェハＷｎは、第１の搬送装置９に
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よって、図示しない周辺露光装置ＷＥＥ、高精度温調装置ＣＰＬに順次搬送され、各装置
において所定の処理が施されることによって、レジスト膜が形成される。レジスト膜が形
成されたウェハＷｎは、第１の搬送装置９によってトランジション装置ＴＲＳに受け渡さ
れる。トランジション装置ＴＲＳに受け渡されたウェハＷｎは、インターフェイスステー
ション４のウェハ搬送体１１によって図示しない露光装置に順次搬送され、露光される。
【００３５】
　露光の終了したウェハＷｎは、再びウェハ搬送体１１によってトランジション装置ＴＲ
Ｓに受け渡される。トランジション装置ＴＲＳに受け渡されたウェハＷｎは、第１の搬送
装置９によって、例えばポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢに順次搬送され、
ポストエクスポージャーベーキングが施される。ポストエクスポージャーベーキングが施
されたウェハＷｎは、第１の搬送装置９によって高精度温調装置ＣＰＬに順次搬送され、
温度調節される。その後、ウェハＷｎは、現像処理装置ＤＥＶに搬送され、ウェハＷｎ上
に形成され、露光されたレジスト膜が現像される。その後ウェハＷｎは、第１の搬送装置
９によってポストベーキング装置ＰＯＳＴに順次搬送され、ポストベーキングが施される
。その後ウェハＷｎは、高精度温調装置ＣＰＬに順次搬送され、温度調節される。そして
ウェハＷｎは、第１の搬送装置９によってトランジション装置ＴＲＳに順次搬送され、ウ
ェハ搬送体７によってカセットＣに戻される。これにより、一連のウェハ処理が終了する
。
【００３６】
　次に、図４及び図５を参照し、ポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢについて
説明する。なお、ポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢは、本発明における熱処
理装置に相当する。
【００３７】
　図４は、本実施の形態に係るポストエクスポージャーベーキング装置を示す概略正面図
である。図５は、本実施の形態に係るポストエクスポージャーベーキング装置の蓋体を外
したときの概略平面図である。
【００３８】
　ポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢは、図４に示すように、蓋体４０、収容
部５０、加熱部６０、載置部８０、冷却部９０、昇降ピン１００及び制御部１１０を有す
る。ポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢは、ウェハＷ上にレジスト膜が形成さ
れたウェハＷを露光した後、現像処理することによってウェハＷにレジストパターンを形
成するために、露光されたウェハＷを、現像処理する前に熱処理する熱処理工程を行うも
のである。
【００３９】
　なお、本発明における熱処理装置とは、熱処理装置を制御する制御部１１０を含むもの
とする。
【００４０】
　蓋体４０は、上側に位置し、ウェハＷを出し入れする際に上下動自在に設けられている
。蓋体４０の天井部の中央付近には、蓋体４０を貫通して設けられた供給管４１の一端が
開口されている。供給管４１の他端は、温湿度管理された空気を供給する図示しない供給
源と接続されている。これにより、図示しない供給源から供給管４１を介して処理室Ｓ内
に温湿度管理された空気を供給することができる。また、蓋体４０の天井部の周縁付近に
は、蓋体４０を貫通して設けられた排気管４２の一端が開口されている。排気管４２の他
端は、空気を排気する図示しない排気部と接続されている。これにより、処理室Ｓ内の雰
囲気を、排気管４２を介して排気部により均一に排気できる。なお、図４に示すように、
排気管４２の開口は複数設けられていてもよく、このときは、複数開口が設けられた複数
の排気管４２は途中で合流して排気部に接続されていてもよい。ポストエクスポージャー
ベーキングを行う際に、レジストに含まれる感光部が熱で化学反応する。従って、供給管
４１及び排気管４２は、ポストエクスポージャーベーキングを行う際に、空気を一定量で
処理室Ｓ内に循環させる。
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【００４１】
　なお、蓋体４０には、供給管４１及び排気管４２が開口する空間と処理室Ｓとを画成す
る整流板４３が設けられていてもよい。整流板４３は、供給管４１を介して処理室Ｓ内に
供給される空気、処理室Ｓ内から排気管４２を介して排気される空気の流れをウェハＷの
面内で均一にするものである。
【００４２】
　収容部５０は、下側に位置し、蓋体４０と一体となって処理室Ｓを形成する。収容部５
０の中央には、上方側から下方側へ、載置部８０、加熱部６０及び冷却部９０が設けられ
ている。また、図４及び図５に示すように、収容部５０の周縁には、ウェハＷが載置され
る領域以外の領域で、加熱部６０からの光がウェハＷよりも上方へ漏れることを防止する
遮光部材５１が設けられている。
【００４３】
　図５に示すように、加熱部６０は、モジュール基板６１上に略同一平面上に略格子状に
、すなわち二次元的に配列されており、ウェハＷを加熱する複数の発光ダイオード素子（
Light Emitting Diode；ＬＥＤ）６２を備える。発光ダイオード素子６２は、赤外線を発
光する。加熱部６０は、露光されたウェハＷを熱処理する。また、以下では、赤外線を発
光する発光ダイオード素子６２を、赤外ＬＥＤという。
【００４４】
　なお、赤外線を発光する発光素子として、ＬＥＤ以外に、半導体レーザ等、各種の発光
素子を用いることができる。
【００４５】
　また、例えばＳｉよりなるウェハＷを加熱するときは、本実施の形態では、赤外線とし
て、８５０ｎｍ～１０００ｎｍの範囲の波長を有する赤外線を用いることができる。
【００４６】
　図５に示すように、赤外ＬＥＤ６２は、略格子状に規則正しく、隙間なく配列されてい
る。これにより、加熱部６０は、小さな加熱素子を多数配置していることになる。
【００４７】
　なお、本実施の形態では、加熱素子として赤外線を発光する発光素子を用いる例を説明
した。しかし、小さな加熱素子を多数配置することができればよく、発光素子に代え、ヒ
ータ等の各種の発熱素子を多数配置したものであってもよい。
【００４８】
　赤外ＬＥＤ６２として、直径が５ｍｍφ程度のものを用いることができる。例えば１２
インチのウェハサイズに対応させるには、直径が５ｍｍφ程度のものを用いた場合、図５
に示すように、モジュール基板６１上に約２９５０個の赤外ＬＥＤ６２を用いればよい。
【００４９】
　また、赤外ＬＥＤ６２は、載置部８０にウェハＷが載置されていないときは消灯してお
り、載置部８０にウェハＷが載置されているときに点灯させるようにすることができる。
【００５０】
　図４に示すように、載置部８０は、加熱部６０から上方に突出して設けられた、複数の
突起８１を有する。すなわち、載置部８０は、加熱部６０の上方に設けられている。ウェ
ハＷは、複数の突起８１に保持されるように、載置される。ウェハＷを複数の突起８１に
より保持することにより、載置部８０は、赤外ＬＥＤ６２が配列されている加熱部６０の
上端から、所定の距離だけ上方に離隔してウェハＷを保持することができる。これにより
、ウェハＷの下面と加熱部６０との間に空間を設けることができる。空間を設けることに
より、加熱部６０の上にゴミが付着していた場合でも、そのゴミがウェハＷに付着するこ
とを防止できる。また赤外ＬＥＤ６２により加熱されたウェハＷによって、赤外ＬＥＤ６
２自身が加熱されて損傷を受けることを防止できる。また、所定の距離を、例えば１００
μｍ程度とすることができる。
【００５１】
　複数の突起８１には、載置されているウェハＷの温度を測定する温度センサ８２が設け
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られている。温度センサ８２が設けられたことにより、ウェハＷの温度をよりウェハＷに
近い位置で測定することができる。
【００５２】
　複数の突起８１は、平面視において二次元的に略均等に分散して配置するように設けら
れるのが好ましい。例えば、格子状に配列されていてもよい。あるいは、ウェハＷの周方
向に沿って所定の角度ごとに配列されていてもよい。例えば、中心軸を中心としてｎ回（
ｎは自然数）対称になるように、放射状に設けられていてもよい。これにより、少ない個
数の突起８１でも、略円形形状を有するウェハＷを安定して保持することができ、かつ、
ウェハＷの温度を均等に測定することができる。図５では、格子状に配列されており、か
つ、４回対称になるように設けられている例を示しており、突起８１が２９箇所設けられ
ている例を示している。
【００５３】
　なお、本実施の形態では、載置部８０が加熱部６０に支持される状態で、載置部８０と
加熱部６０とは一体的に設けられている。しかし、載置部８０が加熱部６０に支持されな
くてもよい。例えば、載置部８０は、収容部５０又は収容部５０を支持する図示しない支
持部材等により、加熱部６０とは別に支持されていてもよい。
【００５４】
　図４に示すように、冷却部９０は、加熱部６０の下方に設けられている。冷却部９０は
、ウェハＷ又は加熱部６０を冷却する。冷却部９０は、平面視において、加熱部６０と略
等しい円形形状を有している。冷却部９０の内部には、例えばペルチェ素子などの冷却部
材９１が内蔵されており、冷却部９０を所定の設定温度に調整できる。あるいは、冷却部
９０の内部には、冷却水を通流する冷却水管が形成されており、冷却部９０を冷却水によ
り冷却するものであってもよい。なお、冷却部９０の形状は、平面視において少なくとも
加熱部６０をカバーできるものであればよく、例えばウェハＷよりも広い領域を含むもの
であってもよい。
【００５５】
　図４及び図５に示すように、昇降ピン１００は、ウェハＷを下方から支持して昇降可能
に、設けられている。昇降ピン１００は、昇降駆動機構１０１により上下動され、下方か
ら支持したウェハＷを上下動させることができる。加熱部６０及び冷却部９０の中央部付
近には、それぞれ加熱部６０を厚み方向に貫通する貫通孔６３、９２が複数箇所形成され
ている。図５は、貫通孔６３が、３箇所形成されている例を示している。昇降ピン１００
は、貫通孔６３、９２を通過し、加熱部６０の上方に突出できる。これにより、昇降ピン
１００は、第１の搬送装置９と載置部８０との間でウェハＷを受け渡しすることができる
。
【００５６】
　制御部１１０は、加熱部６０を制御する部分である。また、制御部１１０は、後述する
ように、本体制御部３０を介し、線幅測定装置２０が測定したウェハＷ上のレジストパタ
ーンの幅寸法の分布に基づいて、加熱部６０を制御する。すなわち、制御部１１０は、加
熱部６０により、一のウェハＷを熱処理する制御工程を行うものである。制御工程は、塗
布現像処理方法における熱処理工程に含まれる。
【００５７】
　以上のように構成されたポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢでは、先ず、蓋
体４０が上昇し、ウェハＷを載置した第１の搬送装置９が移動することにより、ウェハＷ
が載置部８０の上方に移動する。載置部８０の上方に移動したウェハＷは、昇降ピン１０
０に受け渡され、その昇降ピン１００によって載置部８０に載置される。ウェハＷが載置
部８０に載置された後、蓋体４０が下降し、ウェハＷが処理室Ｓへ搬入される。このとき
、赤外ＬＥＤ６２はまだ消灯している。
【００５８】
　ウェハＷが載置部８０に載置された後、供給管４１から温湿度管理された空気を処理室
Ｓに供給し、供給された空気を排気管４２から排気することにより、空気を一定量循環さ
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せる。この状態で、制御部１１０により、赤外ＬＥＤ６２を点灯させ、ウェハＷを加熱す
る。
【００５９】
　制御部１１０は、赤外ＬＥＤ６２の出力を制御し、赤外ＬＥＤ６２からウェハＷに到達
する光量を制御する。そして、所定時間経過後、制御部１１０により、赤外ＬＥＤ６２を
消灯させ、ウェハＷの加熱を停止する。ここで、制御部１１０は、各赤外ＬＥＤ６２に給
電する電力を個別に制御することができる。すなわち、制御部１１０は、各赤外ＬＥＤ６
２からウェハＷに到達する赤外線の光量を個別に調節するように構成することができる。
【００６０】
　なお、制御部１１０は、各赤外ＬＥＤ６２に給電する電力を、いくつかの赤外ＬＥＤ６
２よりなるグループごとに制御するようにしてもよい。すなわち、制御部１１０は、各赤
外ＬＥＤ６２からウェハＷに到達する赤外線の光量を、いくつかの赤外ＬＥＤ６２よりな
るグループごとに調節するように構成してもよい。
【００６１】
　あるいは、制御部１１０は、各赤外ＬＥＤ６２に給電する時間を制御するようにしても
よい。すなわち、制御部１１０は、各赤外ＬＥＤ６２をパルス的に点灯し、各赤外ＬＥＤ
６２のＯＮ時間とＯＦＦ時間の比を変えることにより、各赤外ＬＥＤ６２からウェハＷに
到達する赤外線の光量を調節してもよい。
【００６２】
　本実施の形態では、図５に示すように、突起８１および温度センサ８２は２９箇所設け
られている。これらの温度センサを、温測ウェハの指示値に合うよう校正する手順を説明
する。温測ウェハの温度センサは、例えば温度センサ８２の設置位置と一致する箇所にあ
る。
【００６３】
　まず、温測ウェハを処理室に置き、温測ウェハの測定値が目標温度（例えば１１０℃）
になるよう加熱する。次に、このときの温度センサ８２の温度を読む。次に、温度センサ
８２の温度が温測ウェハの温度と一致するよう、温度センサ８２の温度読み値を加減算し
て、２９箇所の温度センサ８２の温度設定値を補正するようにしてもよい。
【００６４】
　ウェハＷの加熱を停止した後、ウェハＷを引続き載置部８０に載置し、冷却部材９１又
は冷却水により冷却されている冷却部９０により、ウェハＷを冷却する。そして、ウェハ
Ｗが所定の温度まで冷却された後、蓋体４０を上昇させ、ウェハＷを載置部８０から昇降
ピン１００へ受け渡す。昇降ピン１００へ受け渡されたウェハＷは、第１の搬送装置９に
受け渡されてポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢの外部に搬出され、一連の熱
処理が終了する。
【００６５】
　本実施の形態では、制御部１１０は、加熱部６０によりあるウェハＷを熱処理する制御
工程を行う際に、予め線幅測定装置２０が測定した他のウェハＷの面内におけるレジスト
パターンの線幅の測定値から求められた、温度補正値に基づいて、加熱部６０の設定温度
を補正し、補正された設定温度に基づいて、加熱部６０を制御する。この制御の方法につ
いて、図６を参照し、線幅測定装置２０とともに、説明する。図６は、線幅測定装置の構
成の概略を示す縦断面図である。
【００６６】
　線幅測定装置２０は、例えば図６に示すように、ウェハＷを水平に載置する載置台２１
と、光学式表面形状測定計２２を備えている。載置台２１は、例えばＸ－Ｙステージにな
っており、水平方向の２次元方向に移動できる。光学式表面形状測定計２２は、例えば、
光照射部２３、光検出部２４及び算出部２５を備えている。光照射部２３は、ウェハＷに
対して斜方向から光を照射する。光検出部２４は、光照射部２３から照射されウェハＷで
反射した光を検出する。算出部２５は、当該光検出部２４の受光情報に基づいてウェハＷ
上のレジストパターンの線幅（ＣＤ）を算出する。線幅測定装置２０は、例えばスキャト
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ロメトリ（Scatterometry）法を用いてレジストパターンの線幅を測定するものである。
スキャトロメトリ法を用いる場合、算出部２５において、光検出部２４により検出された
ウェハＷの面内の光強度分布と、予め記憶されている仮想の光強度分布とを照合する。そ
して、その照合された仮想の光強度分布に対応するレジストパターンの線幅を求めること
により、レジストパターンの線幅を測定できる。
【００６７】
　また、線幅測定装置２０は、光照射部２３及び光検出部２４に対してウェハＷを相対的
に水平移動させることによって、ウェハＷの面内の複数の測定点における線幅を測定する
ことができる。線幅測定装置２０の測定結果は、例えば算出部２５から後述する本体制御
部３０に出力できる。本体制御部３０に出力された測定結果は、本体制御部３０を介して
ポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢの制御部１１０に送られる。制御部１１０
に送られた測定結果に基づいて、制御部１１０が加熱部６０の設定温度を調整して、制御
する。
【００６８】
　次に、図６から図８を参照し、以上のように構成された線幅測定装置２０が測定したウ
ェハＷの面内におけるレジストパターンの線幅の測定値の分布に基づいて、ポストエクス
ポージャーベーキング装置ＰＥＢの制御部１１０が、加熱部６０の設定温度を調整して、
制御する方法について、説明する。図７は、ウェハ上に配列するように形成される複数の
チップの配置と、ウェハ上に形成されたレジストパターンの線幅（ＣＤ）を測定する測定
点との関係を示す平面図である。図８は、線幅測定値ＣＤと設定温度Ｔとの関係を示すグ
ラフである。
【００６９】
　本実施の形態では、図７（ａ）に示すように、例えば１２インチサイズのウェハＷに、
例えば縦１５ｍｍ×横１５ｍｍの正方形のチップサイズを有するチップＣＨが形成される
場合について説明する。このような縦１５ｍｍ×横１５ｍｍの正方形のチップ（ショット
）ＣＨが形成されるときは、ウェハＷの外周部における正方形の一部が欠けた形状を有す
るチップ（欠けショット）も含め、合計３２１のチップ（ショット）ＣＨが形成される。
【００７０】
　なお、本実施の形態におけるチップサイズとは、露光の際に用いるレチクルによる１シ
ョットの領域を意味する。しかし、ウェハＷ上で周期的に配列する形状の１まとまりであ
ればよく、実際にウェハＷ上に形成される実際のチップサイズであってもよい（以下の変
形例及び実施の形態においても同様）。
【００７１】
　更に、本実施の形態では、図７（ｂ）に示すように、１つのチップＣＨの領域内におい
て、縦３箇所×横３箇所＝９箇所を、線幅（ＣＤ）を測定する測定点Ｐ１～Ｐ９とする。
このとき、線幅（ＣＤ）を測定する測定点Ｐ１～Ｐ９は、縦５ｍｍ、横５ｍｍの配列間隔
で二次元的に配列する。
【００７２】
　一方、図５を用いて説明したように、加熱部６０には、５ｍｍφの赤外ＬＥＤ６２が隙
間無く配列されている。従って、線幅（ＣＤ）を測定する各測定点Ｐ１～Ｐ９の位置と、
各赤外ＬＥＤ６２の位置とは、略１対１に対応している。このような条件で、ポストエク
スポージャーベーキング装置ＰＥＢの制御部１１０が、予め線幅測定装置２０が測定した
、テストウェハＷＴのレジストパターンの線幅の測定値から求められた、温度設定値に基
づいて、加熱部６０の設定温度を補正する。そして、補正された設定温度に基づいて、加
熱部６０を制御する。
【００７３】
　また、本実施の形態では、赤外ＬＥＤ６２が配列されている配列間隔が、ウェハＷのチ
ップＣＨが配列する配列間隔よりも小さい。従って、第１の実施の形態の第１の変形例で
も後述するように、露光時におけるレチクルの誤差、レンズの収差又はショット（チップ
）内の露光量のばらつきに起因する線幅のばらつきを低減することができる。
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【００７４】
　予め、テストウェハＷＴ上にレジストを塗布処理し、テストウェハＷＴ上にレジストが
塗布処理されたテストウェハＷＴを熱処理することによってテストウェハＷＴ上にレジス
ト膜を形成する。次に、レジスト膜が形成されたテストウェハＷＴを露光し、そして、加
熱部６０により熱処理する。その後、加熱部６０により熱処理されたテストウェハＷＴを
現像処理することによって、テストウェハＷＴ上にレジストパターンを形成する。
【００７５】
　その後、レジストパターンが形成されたテストウェハＷＴが線幅測定装置２０に搬送さ
れ、図６に示すように載置台２１に載置される。次に、テストウェハＷＴの表面の所定部
分に光照射部２３から光が照射され、その反射光が光検出部２４により検出され、算出部
２５においてテストウェハＷＴ上のレジストパターンの線幅が算出される。この線幅測定
装置２０では、光照射部２３及び光検出部２４に対しテストウェハＷＴが水平移動される
。そして、図７（ａ）及び図７（ｂ）を用いて説明したように、テストウェハＷＴの面内
に二次元的に配列する３２１チップに対し、（欠けチップは除いて）それぞれ９箇所の測
定点Ｐ１～Ｐ９において、線幅（ＣＤ）が測定される。
【００７６】
　線幅測定の終了したテストウェハＷＴは、カセットステーション２のカセットＣに戻さ
れる。そして、テストウェハＷＴの面内の各測定点における線幅測定結果は、本体制御部
３０に出力される。本体制御部３０では、テストウェハＷＴの面内の各測定点における線
幅の測定値（線幅測定値ＣＤ）の分布を得る。
【００７７】
　テストウェハＷＴの面内の各測定点における線幅の測定値の分布が求められた後、本体
制御部３０において、次の関係式（１）により、テストウェハＷＴの面内の各測定点にお
ける温度補正値ΔＴが算出される。
【００７８】
　ΔＣＤ＝Ｍ・ΔＴ ・・・・・（１）
ΔＣＤは、線幅測定値ＣＤと、予め設定されている所定の目標線幅ＣＤ０との差ＣＤ－Ｃ
Ｄ０に等しい線幅変化量である。また、温度補正値ΔＴは、補正前の設定温度Ｔ０と、補
正後の設定温度Ｔとの差Ｔ－Ｔ０に等しい。更に、Ｍは、予め求められた線幅変化量ΔＣ
Ｄと温度補正値ΔＴとの相関から作成された温度係数である。
【００７９】
　図８に一例を示すように、例えばＡｒＦ液浸露光用等のポジレジストは、一般的にポス
トエクスポージャー温度が上昇するにつれて線幅（ＣＤ）が細くなる傾向を有する。図８
の例では、線幅測定値ＣＤ（ｎｍ）と、補正前の設定温度Ｔ０（℃）とは、感度を－３．
０ｎｍ／℃とする略直線関係を有している。従って、本体制御部３０では、関係式（１）
を用いて、各測定点における線幅測定値ＣＤから各測定点に対応する各赤外ＬＥＤ６２に
おける温度補正値ΔＴを算出することができる。
【００８０】
　本実施の形態では、図５に示すように、突起８１及び温度センサ８２は２９箇所設けら
れている。この場合には、上記のようにして得られた各測定点データから近似曲線により
目標温度分布を求め、その目標温度分布のうち２９箇所の温度センサ８２に該当する測定
点の温度補正値ΔＴの値を用いて、２９箇所の温度センサ８２の温度設定値を補正するよ
うにしてもよい。以下では、線幅測定装置２０の線幅（ＣＤ）の測定結果から温度が求め
られた各測定点のうち、一部の測定点における温度補正値ΔＴを用いて、加熱部６０の設
定温度Ｔを補正する例について説明する。
【００８１】
　その後、各温度補正値ΔＴの情報が、本体制御部３０からポストエクスポージャーベー
キング装置ＰＥＢの制御部１１０に出力される。そして、制御部１１０において、各温度
補正値ΔＴの情報に基づいて、加熱部６０の設定温度を補正し、新たな設定温度に調整さ
れる。ここで加熱部６０の設定温度とは、例えば温度センサ８２で測定される温度がその
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温度に近づくように制御する温度を意味する。そして、補正（調整）された設定温度に基
づいて、制御部１１０は、例えば、温度センサ８２により測定される温度が、補正された
設定温度になるように、加熱部６０を制御する。前述したように、温度センサ８２が突起
８１に設けられることにより、ウェハＷの温度をよりウェハＷに近い位置で測定すること
ができるため、制御部１１０が加熱部６０を制御する際の、ウェハＷの温度をより精度よ
く制御することができる。
【００８２】
　なお、制御部１１０が、温度センサ８２により測定される温度が、補正された設定温度
になるように、加熱部６０を制御するときは、温度センサ８２の数を更に増やすことによ
り、更に精度良く、温度設定値を補正することができる。
【００８３】
　また、載置部８０に設けられた温度センサ８２とは別に、例えばモジュール基板６１に
ウェハＷの温度を測定するための温度センサを設け、その温度センサにより測定される温
度が、補正された設定温度になるように、加熱部６０を制御するようにしてもよい。
【００８４】
　また、更に、モジュール基板６１に、赤外ＬＥＤ６２の配列間隔と略等しい配列間隔で
、温度センサを設けてもよい。あるいは、予め各赤外ＬＥＤ６２の電圧電流特性の温度依
存性を取得しておき、制御部１１０が、各赤外ＬＥＤ６２の電圧電流特性から加熱処理中
の温度を算出するようにしてもよい。このように、赤外ＬＥＤ６２の配列間隔と略等しい
配列間隔で温度センサを設けることにより、赤外ＬＥＤ６２と略同じ空間分解能で、ウェ
ハＷの温度を均一化することもできる。
【００８５】
　また、本実施の形態では、製品ウェハＷを熱処理する際に、予めテストウェハＷＴにつ
いて求められた温度補正値に基づいて、加熱部６０の設定温度を補正する例について説明
した。しかし、後の製品ウェハＷを熱処理する際に、始めの製品ウェハＷについて求めら
れた温度補正値に基づいて、加熱部６０の設定温度を補正してもよい。
【００８６】
　一方、図９から図１１を参照し、ポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢにおい
て、加熱部が、二次元的に配列されている、ウェハＷを加熱する複数の加熱素子を備えて
いない場合について、比較例として説明する。
【００８７】
　図９及び図１０は、それぞれ比較例に係るポストエクスポージャーベーキング装置を示
す概略正面図及び概略平面図である。図１１は、比較例に係るポストエクスポージャーベ
ーキング装置の熱板の概略の構成を示す平面図である。
【００８８】
　比較例に係るポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢは、図９及び図１０に示す
ように、筐体２００内に、ウェハＷを加熱処理する加熱部２６０と、ウェハＷを冷却処理
する冷却部２９０を備えている。
【００８９】
　加熱部２６０は、図９に示すように、上側に位置して上下動自在な蓋体２４０と、下側
に位置してその蓋体２４０と一体となって処理室Ｓを形成する収容部２５０を備えている
。
【００９０】
　蓋体２４０の天井部の中央には、排気管２４１が接続されており、処理室Ｓ内の雰囲気
を、排気管２４１を介して図示しない排気部により排気できる。
【００９１】
　また、比較例に係るポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢでは、二次元的に配
列されている複数の加熱素子を備える加熱部に代え、熱板２６１を有する。図１１に示す
ように、熱板２６１は、複数、例えば６つの熱板領域Ｊ１、Ｊ２、Ｊ３、Ｊ４、Ｊ５、Ｊ
６に区画されている。熱板領域Ｊ１～Ｊ６は、例えば平面から見て扇型状に熱板２６１を
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６等分するように区画されている。
【００９２】
　熱板２６１の各熱板領域Ｊ１～Ｊ６には、給電により発熱するヒータ２６２が個別に内
蔵され、熱板領域Ｊ１～Ｊ６毎に加熱できる。各熱板領域Ｊ１～Ｊ６のヒータ２６２の発
熱量は、例えば制御部３１０により調整されている。また、制御部３１０は、本体制御部
３３０と接続されている。
【００９３】
　冷却部２９０には、ウェハＷを載置して冷却する冷却板２９１が設けられている。冷却
板２９１は、例えば図１０に示すように略方形の平板形状を有し、熱板２６１側の端面が
外側に凸の円弧状に湾曲している。冷却板２９１の内部には、例えばペルチェ素子などの
冷却部材２９２が内蔵されており、冷却板２９１を所定の設定温度に調整できるのは、本
実施の形態と同様である。
【００９４】
　冷却板２９１は、熱板２６１側に向かって延伸するレール２９３に取付けられている。
冷却板２９１は、駆動部２９４によりレール２９３上を移動し、熱板２６１の上方まで移
動できる。図１０に示すように、冷却板２９１を挟んだ筐体２００の両側壁には、ウェハ
Ｗを搬入出するための搬入出口２０１が形成されている。
【００９５】
　また、冷却板２９１には、Ｘ方向に沿った２本のスリット３００が形成されている。こ
のスリット３００により、加熱部２６０側に移動した冷却板２９１と熱板２６１上に突出
した昇降ピン３０１との干渉が防止される。昇降ピン３０１は、昇降駆動機構３０２によ
り昇降駆動される。また、冷却板２９１の下方には、昇降ピン３０３が設けられている。
昇降ピン３０３は、昇降駆動機構３０４により昇降駆動される。昇降ピン３０３は、冷却
板２９１の下方から上昇し、スリット３００を通過して冷却板２９１の上方に突出できる
。
【００９６】
　比較例では、各熱板領域Ｊ１～Ｊ６内では、ヒータ２６２の発熱量を、各領域内で更に
分割して調整することができない。そのため、本実施の形態で説明したように、温度セン
サが２９箇所設けられていたとしても、その温度センサにより計測した温度分布を補正す
るように、各熱板領域Ｊ１～Ｊ６のヒータ２６２の発熱量を調整することはできない。従
って、線幅測定装置の線幅の測定結果から温度が求められた各測定点の温度補正値を用い
て、温度センサの温度設定値を補正することができず、ウェハＷの面内における線幅のば
らつきを低減させることはできない。
【００９７】
　また、比較例では、各熱板領域Ｊ１～Ｊ６内で、熱板２６１の温度を安定化するために
、ポストエクスポージャーベーキングを行う前に、予めヒータ２６２に給電し、設定温度
に到達させておかなければならない。そのため、熱板２６１にウェハＷが載置されている
ときも、熱板２６１にウェハＷが載置されていないときも、ヒータ２６２に給電し、常に
１００℃程度まで加熱しておかなければならず、ヒータ２６２に待機電力を供給する必要
がある。
【００９８】
　また、比較例では、冷却部２９０が加熱部２６０に隣接して設けられている。そのため
、ポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢの筐体２００の設置面積（フットプリン
ト）は、加熱部２６０の設置面積（フットプリント）と冷却部２９０の設置面積（フット
プリント）との総和になる。
【００９９】
　一方、本実施の形態では、加熱部６０は、小さな加熱素子６２を多数配置している。ま
た、前述したように、線幅測定装置２０が線幅（ＣＤ）を測定したウェハＷの面内の複数
の測定点における温度補正値ΔＴを用いることができる。よって、２９箇所全ての温度セ
ンサ８２の温度設定値をより精度良く補正することができ、ウェハＷの面内における線幅
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のばらつきを低減することができる。
【０１００】
　また、本実施の形態では、ウェハＷに赤外線を照射して加熱するため、加熱部６０の各
加熱素子６２には、ポストエクスポージャーベーキングを行う間のみ、給電するように運
用することが可能である。そのため、載置部８０にウェハＷが載置されていないときは、
加熱部６０に給電する必要がなく、待機電力を供給する必要がない。よって、ポストエク
スポージャーベーキング装置ＰＥＢにおける消費電力を低減することができる。
【０１０１】
　また、本実施の形態では、加熱部６０の下方に冷却部９０が設けられている。そのため
、ポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢの設置面積（フットプリント）は、加熱
部６０の設置面積（フットプリント）の分だけ有ればよく、冷却部９０単独での設置面積
（フットプリント）が不要である。
【０１０２】
　具体的に、線幅目標値が８３．９ｎｍであるレジストパターンが形成されたウェハＷに
ついて、温度補正の前後でウェハＷの面内で線幅（ＣＤ）のばらつき３σがどれだけ低減
されるか、上記した本実施の形態と比較例とを行って比較した。本実施の形態に係る方法
では、３σが温度補正前の１．８１ｎｍから０．２７ｎｍに低減した。一方、比較例では
、３σが温度補正前の１．８１ｎｍから１．６１ｎｍにしか低減しなかった。従って、本
実施の形態に係る熱処理装置及び熱処理方法を用いて温度補正を行うことにより、ウェハ
Ｗの面内での線幅（ＣＤ）のばらつきを低減することができる。
【０１０３】
　以上、本実施の形態によれば、前の基板の面内におけるレジストパターンの線幅の測定
値に基づいて、その基板の面内における温度補正値を求め、後の基板を熱処理する際に、
その温度補正値に基づいて、加熱部の設定温度を補正する。よって、基板を熱処理する熱
処理装置及びその熱処理装置における熱処理方法において、基板の面内における線幅のば
らつきを低減することができ、消費電力を低減することができる。
【０１０４】
　更に、本実施の形態によれば、加熱部の下方に冷却部が設けられている。従って、冷却
部を、平面視において加熱部と別の位置に冷却板を設ける必要がない。よって、レジスト
塗布現像処理システムのフットプリントを低減することができる。
（第１の実施の形態の第１の変形例）
　次に、図１２を参照し、第１の実施の形態の第１の変形例に係る熱処理装置及び熱処理
方法について説明する。
【０１０５】
　本変形例に係る熱処理装置及び熱処理方法は、ウェハの面内の複数の測定点におけるレ
ジストパターンの線幅の測定値を平均した平均値に基づいて、温度補正値を求める点で、
第１の実施の形態に係る熱処理装置及び熱処理方法と相違する。
【０１０６】
　図１２は、ウェハ上に配列するように形成される複数のチップの配置と、ウェハ上に形
成されたレジストパターンの線幅（ＣＤ）を測定する測定点との関係を示す平面図である
。なお、以下の文中では、先に説明した部分には同一の符号を付し、説明を省略する場合
がある（以下の変形例及び実施の形態においても同様）。
【０１０７】
　本変形例でも、図１２（ａ）に示すように、例えば１２インチサイズのウェハＷに、縦
１５ｍｍ×横１５ｍｍの正方形のチップサイズを有するチップＣＨが形成される場合につ
いて説明する。また、本変形例でも、その１チップＣＨの領域内において、図１２（ｂ）
に示すように、縦３箇所×横３箇所＝９箇所を、線幅（ＣＤ）を測定する測定点とする。
すなわち、線幅（ＣＤ）を測定する測定点は、縦５ｍｍ、横５ｍｍの配列間隔で二次元的
に配列する。
【０１０８】
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　しかし、本変形例では、制御部１１０が加熱部６０によりあるウェハＷを熱処理する制
御工程を行う際に、チップＣＨ内の例えば９の測定点Ｐ１～Ｐ９での線幅（ＣＤ）の測定
値を平均した平均値ＣＤＡｖｅを用いる。そして、線幅ＣＤＡｖｅを、そのチップＣＨに
おける測定点の代表点、例えば測定点Ｐ５、における線幅とみなすことになる。
【０１０９】
　また、時間の都合でチップ内複数個所の測定が困難である場合は、代表して一箇所、例
えばＰ５のみを測定することで、該当チップの代表値とみなすことも可能である。
【０１１０】
　テストウェハＷＴの各チップＣＨにおける線幅の平均値ＣＤＡｖｅが求められた後、本
体制御部３０において、前述した関係式（１）により、テストウェハＷＴの各チップＣＨ
における温度補正値ΔＴが算出される。その後、各温度補正値ΔＴの情報が、本体制御部
３０からポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢの制御部１１０に出力される。そ
して、制御部１１０において、各温度補正値ΔＴの情報に基づいて、加熱部６０の設定温
度を補正し、新たな設定温度に調整される。
【０１１１】
　図７を用いて説明したあるチップＣＨ内の各測定点Ｐ１～Ｐ９における線幅ＣＤ１～Ｃ
Ｄ９は、あるチップＣＨにおける測定値の平均値ＣＤＡｖｅの成分と、あるチップＣＨ内
における測定値の平均値ＣＤＡｖｅとの差Ｄ１～Ｄ９の成分とに分けることができる。す
なわち、ＣＤ１＝ＣＤＡｖｅ＋Ｄ１、ＣＤ２＝ＣＤＡｖｅ＋Ｄ２、・・・ＣＤ９＝ＣＤＡ

ｖｅ＋Ｄ９となる。このうち、平均値の成分ＣＤＡｖｅのチップＣＨ間におけるばらつき
は、主として、ウェハＷの面内における露光量又はポストエクスポージャーベーキングの
温度のばらつきに起因する。また、差の成分Ｄ１～Ｄ９のチップＣＨ内におけるばらつき
は、主として、露光時におけるレチクルの誤差、レンズの収差又はショット（チップ）Ｃ
Ｈ内の露光量のばらつきに起因する。
【０１１２】
　従って、本変形例において、チップＣＨ内の各測定点Ｐ１～Ｐ９における線幅ＣＤ１～
ＣＤ９を平均値ＣＤＡｖｅで代表して表す場合でも、ウェハＷの面内における露光量又は
ポストエクスポージャーベーキングの温度のばらつきを表すことができる。
【０１１３】
　本変形例では、全ての線幅の測定点での測定値を用いることはせず、テストウェハＷＴ

の全ての測定点での温度補正値は算出しない。例えば、１チップ内における測定点の線幅
の平均値を用いる。しかし、本変形例のようにチップＣＨの配列間隔が温度センサの配列
間隔よりも小さいときは、ウェハＷの面内における温度を、なお十分な空間分解能で均一
化することができる。
【０１１４】
　具体的に、線幅目標値が８３．９ｎｍであるレジストパターンが形成されたウェハＷに
ついて、温度補正の前後でウェハＷの面内で線幅（ＣＤ）のばらつき３σがどれだけ低減
されるか、本変形例と第１の実施の形態で前述した比較例とを比較した。本変形例に係る
方法では、３σが温度補正前の１．８１ｎｍから１．２６ｎｍに低減した。一方、比較例
では、３σが温度補正前の１．８１ｎｍから１．６１ｎｍにしか低減しなかった。
【０１１５】
　従って、本変形例でも、第１の実施の形態と同様にウェハの面内における線幅のばらつ
きを低減できるとともに、線幅測定装置の制御部及びポストエクスポージャーベーキング
装置の制御部における処理量を低減することができる。よって、装置コスト及び消費電力
を低減することができる。
（第１の実施の形態の第２の変形例）
　次に、図１３を参照し、第１の実施の形態の第２の変形例に係る熱処理装置及び熱処理
方法について説明する。
【０１１６】
　本変形例に係る熱処理装置及び熱処理方法は、ウェハの中心側よりも周縁側において、
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細かく温度制御する点で、第１の実施の形態に係る熱処理装置及び熱処理方法と相違する
。
【０１１７】
　なお、本変形例では、ウェハの中心側よりも周縁側において、より小さな間隔で温度セ
ンサを有する突起を設けるのでもよい。また、ウェハの中心側よりも周縁側において、よ
り小さな間隔で線幅を測定するのでもよい。あるいは、ウェハの中心側よりもウェハの周
縁側において、より小さな間隔で複数の加熱素子を設けるのでもよい。ここでは、それら
を代表し、ウェハの中心側よりも周縁側において、より小さい間隔で温度センサを有する
突起を設ける場合について説明する。
【０１１８】
　図１３は、本変形例に係るポストエクスポージャーベーキング装置の蓋体を外したとき
の概略平面図である。ただし、図１３では、図示を容易にするために、赤外ＬＥＤ６２及
び貫通孔６３の図示を省略している。
【０１１９】
　本変形例では、図１３に示すように、ウェハＷの中心側よりも周縁側、特に外周付近に
おいて、温度センサ８２を備えた突起８１を小さな間隔で配置して設けている。
【０１２０】
　本変形例でも、加熱部６０により製品ウェハＷを熱処理する制御工程を行う際に、テス
トウェハＷＴの面内の測定点における線幅の測定値に基づいて、本体制御部３０において
、前述した関係式（１）により、各測定点での温度補正値ΔＴが算出される。その後、各
温度補正値ΔＴの情報が、本体制御部３０からポストエクスポージャーベーキング装置Ｐ
ＥＢの制御部１１０に出力される。そして、制御部１１０において、各温度補正値ΔＴの
情報に基づいて、加熱部６０の設定温度を補正し、新たな設定温度に調整される。そして
、補正（調整）された設定温度に基づいて、制御部１１０は、温度センサ８２により測定
される温度が、補正された設定温度になるように、加熱部６０を制御する。
【０１２１】
　このとき、ウェハＷの中心側よりも周縁側において、より小さい間隔で温度センサ８２
（突起８１）が設けられている。従って、ウェハＷの周縁側において、ポストエクスポー
ジャーベーキングを行う際のウェハＷの温度分布をより精度良く制御することができる。
その結果、ウェハＷの周縁側においても、ウェハＷの中心側と同様に、線幅（ＣＤ）の幅
寸法のばらつきを低減することができる。
【０１２２】
　具体的に、線幅目標値が８３．９ｎｍであるレジストパターンが形成されたウェハＷに
ついて、温度補正の前後でウェハＷの面内で線幅（ＣＤ）のばらつき３σがどれだけ低減
されるか、本変形例と第１の実施の形態で前述した比較例とを比較した。本変形例に係る
方法では、３σが温度補正前の３．８９ｎｍから０．６３ｎｍに低減した。一方、比較例
では、３σが温度補正前の３．８９ｎｍから２．４２ｎｍにしか低減しなかった。従って
、ウェハＷの面内における線幅のばらつきを、更に低減できる。
（第２の実施の形態）
　次に、図１４及び図１５を参照し、第２の実施の形態に係る熱処理装置及び熱処理方法
について説明する。
【０１２３】
　本実施の形態に係る熱処理装置及び熱処理方法は、加熱部が、複数の発光素子とウェハ
との間に、発光素子が発光する赤外線を透過又は遮断する複数の液晶素子を備える点で、
第１の実施の形態に係る熱処理装置及び熱処理方法と相違する。
【０１２４】
　図１４は、本実施の形態に係るポストエクスポージャーベーキング装置を示す概略正面
図である。図１５は、本実施の形態に係るポストエクスポージャーベーキング装置の蓋体
を外したときの概略平面図である。
【０１２５】
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　図１４に示すように、ポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢが、蓋体４０、収
容部５０、加熱部６０ａ、載置部８０ａ、昇降ピン１００及び制御部１１０を有するのは
、第１の実施の形態と同様である。また、蓋体４０、収容部５０、昇降ピン１００及び制
御部１１０は、第１の実施の形態と同様である。
【０１２６】
　一方、加熱部６０ａは、発光素子６２とウェハＷとの間に複数の液晶素子７２よりなる
液晶パネル７０を備える。また、載置部８０ａは、加熱部６０ａの液晶パネル７０から上
方に突出して設けられる。
【０１２７】
　図１４に示すように、加熱部６０ａは、複数の発光素子６２とウェハＷとの間に、液晶
パネル７０を有する。液晶パネル７０は、図１５に示すように、モジュール基板７１上に
、略同一平面上に、略格子状に、二次元的に配列されている液晶素子（ピクセル）７２を
備える。各液晶素子７２は、発光素子６２が発光する赤外線を液晶素子（ピクセル）７２
毎に制御可能に透過又は遮断する。また、制御部１１０は、あるウェハＷを熱処理する制
御工程を行う際に、それぞれの液晶素子（ピクセル）７２を赤外線が透過する透過率を制
御する。
【０１２８】
　図１５に示すように、載置部８０ａは、加熱部６０ａの液晶パネル７０から上方に突出
して設けられる複数の突起８１である。ウェハＷは、複数の突起８１に保持されるように
、載置される。ウェハＷを複数の突起８１により保持することにより、載置部８０ａは、
液晶素子７２が配列されている液晶パネル７０を含む加熱部６０ａの上端から、所定の距
離だけ上方に離隔してウェハＷを保持することができる。これにより、ウェハＷの下面と
加熱部６０ａとの間に空間を設けることができる。空間を設けることにより、加熱部６０
ａの上にゴミが付着していた場合でも、そのゴミがウェハＷに付着することを防止できる
。また赤外ＬＥＤ６２により加熱されたウェハＷによって、赤外ＬＥＤ６２自身が加熱さ
れて損傷を受けることを防止できる。
【０１２９】
　複数の突起８１には、第１の実施の形態と同様に、載置されているウェハＷの温度を測
定する温度センサ８２が設けられている。温度センサ８２が設けられることにより、ウェ
ハＷの温度をよりウェハＷに近い位置で測定することができる。
【０１３０】
　本実施の形態では、液晶パネル７０として、液晶素子７２の１ピクセルのサイズが約０
．２ｍｍのものを用いることができる。また、前述したように、赤外ＬＥＤ６２として、
直径が５ｍｍφ程度のものが、略格子状に規則正しく、隙間なく配列されている。すなわ
ち、液晶素子７２の間隔は、発光素子６２の間隔よりも小さい。このようなときは、発光
素子６２とウェハＷとの間に液晶パネル７０を備えることにより、ウェハＷの面内での温
度の分布をより細かく制御することができる。
【０１３１】
　なお、本実施の形態でも、第１の実施の形態の第１の変形例で説明したように、あるチ
ップＣＨ内における線幅の測定値の平均値ＣＤＡｖｅに基づいて、そのチップＣＨ内にお
ける温度補正値ΔＴを求めてもよい。また、本実施の形態でも、第１の実施の形態の第２
の変形例で説明したように、ウェハＷの中心側よりも周縁側において、細かく温度制御し
てもよい。
（第３の実施の形態）
　次に、図１６を参照し、第３の実施の形態に係る塗布現像処理システム及び塗布現像処
理方法について説明する。
【０１３２】
　本実施の形態に係る塗布現像処理システム及び塗布現像処理方法は、露光されたウェハ
のチップが配列する方向と、加熱素子が配列されている方向とが略平行になるように、位
置合わせを行うアライメント装置を有する点で、第１の実施の形態と相違する。
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【０１３３】
　図１６は、本実施の形態に係る塗布現像処理システムの構成の概略を示す平面図である
。
【０１３４】
　図１６に示すように、塗布現像処理システム１ａが、カセットステーション２、処理ス
テーション３、インターフェイスステーション４を一体に接続した構成を有しているのは
、第１の実施の形態と同様である。また、カセットステーション２及びインターフェイス
ステーション４も、第１の実施の形態と同様である。また、処理ステーション３も、以下
に説明するトランジション装置ＴＲＳ以外の部分は、ポストエクスポージャーベーキング
装置ＰＥＢも含め、第１の実施の形態と同様である。
【０１３５】
　一方、処理ステーション３のインターフェイスステーション４側に設けられたトランジ
ション装置ＴＲＳは、ウェハＷを位置合わせするアライメント工程を行うための機能を有
する。各ウェハＷには、位置合わせを行うための基準として、ウェハＷの周縁の一部を直
線的に切断した、いわゆるオリエンテーションフラット（ＷＦ）と称される切欠き部（ｃ
ｕｔ－ｏｕｔ）や、ウェハＷの周縁の一部に凹みを形成したいわゆるノッチ（ＷＮ）と称
される切欠き部が形成されている。従って、ウェハＷに形成された小さな切り欠き（ノッ
チ）を基準として位置合わせを行うノッチアライメント処理するための機能であってもよ
い。以下では、ノッチＷＮを有するウェハＷについて、切欠き部ＷＮの位置合わせを行う
ノッチアライメント処理する例について、説明する。
【０１３６】
　なお、本実施の形態に係るトランジション装置ＴＲＳは、本発明におけるアライメント
装置に相当する。また、本実施の形態において位置合わせを行う工程は、本発明における
アライメント工程に相当する。
【０１３７】
　図１６に示すように、トランジション装置ＴＲＳは、回転載置台１２０と、回転載置台
１２０に載置されたウェハＷの周縁を例えば上下から挟むように対向して配設された光学
手段１２１とを備えている。トランジション装置ＴＲＳは、回転載置台１２０上でウェハ
Ｗを回転させ、光学手段１２１によりウェハＷの周縁の周縁形状（プロフィル）に関する
情報を獲得する。そして、獲得された情報に基づいて、ウェハＷの回転載置台１２０の回
転中心からの偏心量および偏心方向を求めて位置合わせを行う。次いで、改めてウェハＷ
の周縁の周縁形状に関する情報を獲得し、その情報よりウェハＷの切欠き部ＷＮの方向を
求める。そして、回転載置台１２０を所定量回転させて、第１の搬送装置９に対してウェ
ハＷの切欠き部ＷＮの方向の位置合わせを行う。
【０１３８】
　以上のように構成された塗布現像処理システム１ａにおけるウェハＷの塗布現像処理プ
ロセスと、ウェハＷの面内の線幅測定プロセスは、次のように行われる。
【０１３９】
　先ず、図１に示すウェハ搬送体７によって、カセット載置台５上のカセットＣ内から製
品用のウェハＷｎ（ｎは、１以上の自然数）が一枚ずつ取り出され、インターフェイスス
テーション４のウェハ搬送体１１によって図示しない露光装置に搬送され、露光される。
ここまでの各工程は、第１の実施の形態と同様にすることができる。
【０１４０】
　一方、露光処理の終了したウェハＷｎは、ウェハ搬送体１１によってインターフェイス
ステーション４側のトランジション装置ＴＲＳに受け渡される。トランジション装置ＴＲ
Ｓに受け渡されたウェハＷｎは、切欠き部ＷＮを基準として位置合わせされる（アライメ
ント工程）。位置合わせ（アライメント工程）が終了したウェハＷｎは、第１の搬送装置
９によって、ポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢに搬送され、ポストエクスポ
ージャーベーキングが施される。
【０１４１】
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　その後、高精度温調装置ＣＰＬに搬送されて温度調節されてから、ウェハ搬送体７によ
ってカセットＣに戻されるまでは、第１の実施の形態と同様にすることができる。
【０１４２】
　図７を用いて説明したように、ウェハＷ上に形成されたチップＣＨは、通常格子状に並
んでいる。ウェハＷの面内におけるレジストパターンの線幅のばらつきを低減させるため
には、格子状に配列するチップＣＨの配列方向を、図５を用いて説明した、格子状に配列
されている赤外ＬＥＤ６２の配列方向に略平行になるように、揃えることが好ましい。し
かし、露光の終了したウェハＷをそのままポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢ
に入れた場合、チップＣＨの配列方向が赤外ＬＥＤ６２の配列方向と平行になっていない
。
【０１４３】
　本実施の形態では、トランジション装置ＴＲＳに設けられた、回転載置台１２０及び光
学手段１２１を用いたアライメント機能により、ウェハＷの切欠き部ＷＮの方向を位置合
わせした後に、ポストエクスポージャーベーキング装置ＰＥＢに入れ、熱処理する。これ
により、ウェハＷに形成されるチップＣＨの配列方向を、赤外ＬＥＤ６２の配列方向に略
平行になるように、揃えることができ、各チップＣＨ間における温度のばらつきを、更に
低減することができる。
【０１４４】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について記述したが、本発明はかかる特定の実施の
形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内に
おいて、種々の変形・変更が可能である。
【０１４５】
　また、本発明に係る熱処理装置は、塗布現像処理システムのみならず、成膜装置、エッ
チング装置その他の各種装置に適用することが可能である。また、本発明は、半導体基板
、ガラス基板その他の各種基板を搬送する工程を含む装置に適用することが可能である。
【符号の説明】
【０１４６】
１　塗布現像処理システム
２０　線幅測定装置
３０　本体制御部
６０　加熱部
６２　発光ダイオード（赤外ＬＥＤ）
７０　液晶パネル
７２　液晶素子
８０　載置部
８１　突起
８２　温度センサ
９０　冷却部
１１０　制御部
ＰＥＢ　ポストエクスポージャーベーキング装置
ＴＲＳ　トランジション装置
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】



(27) JP 5107372 B2 2012.12.26

10

フロントページの続き

    審査官  久保田　創

(56)参考文献  特開２０１０－００３９０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０５９９３１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１００６０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２８３８９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１７７３００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２４５９９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２１２４０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２６７１４４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／０２７　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

